Soru 1:

Doyum Akimi ( Saturation Current ) : Transistoriin, doyum noktasina eristikten sonra akittigi
akima verilen isimdir. Bu noktadan sonra, bu akimin degeri, lineer bélgedeki degisime
nazaran yok sayilabilecek kadar azdir.

Kanal Boyu Modiilasyonu ( Channel Lenght Modulation ) : Transistér, doyuma girdikten

sonra lzerinden akan Iy akimi, Vps degerinden bagimsiz hale gelir ki doyum formiill de bize
bunu sdyler ;
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Ama burada, Vs degerini zorlamaya devam edersek, kanal boyu fiziksel degil ama efektif
olarak kisalmaya baslar. Kanal boyundaki bu degisim I, degerinin artmasina neden olur. Kanal

boyu modiilasyonu bu olaya verilen isimdir. Bu modtlasyon, kisa kanal ( short-channel )
transistorlerde daha ¢cok meydana gelir.

Hiz Doyumu ( Velocity Saturation ): Ozellikle, kisa kanal transistérlerde meydana gelen hiz

vi.

doyumu, vyari iletkenlerin yeterince elektrik alana maruz kalmalart ve tasiyici hizlarinin
maksimum degere ulasmasi sonucu meydana gelir. Bu maksimum degerden sonra, tasiyicilar
birbirleriyle cagrismaya baslar ve bu noktadan 6teye gecilemez. Kisa kanal transistorlerde,
doyumdan ( baska bir deyisle Vs degeri Ve - Vr degerine ulasmadan ) once hiz doyumuna
girme sansi daha yUksektir.

Sicak Tasiyici Etkisi ( Hot - Carrier Effect ) : Device boyutlari giin gectikce kiictilmekte fakat

calisma ve besleme voltajlarinda bir degisim olmamaktadir. Bunun sonucu olarak, device
icerisindeki elektrik alan sirekli artis gostermekte buda dogrudan elektronlarin hizini
artirmaktadir. Hizlanan elektronlar, kapinin oksit ( gate oxide ) tabakasina saplanmakta ve
orada kalmaya baslamaktadir. Bunun sonucunda “treshold” voltaji artmakta ve uzun
dénemde problem yaratmaya baslamaktadir. ( PMOS yapilar icin “threshold” azalmaktadir. )

Metal Gocii ( Metal Migration ) : Metal gocli transistorun temas noktalarindaki ( metal

contact ) alasimin diflizyon ile silikon yapiya nifuz etmesi olayidir. Ayni sekilde silikonda
metal alasima niifuz eder. Genellikle alliminyum da bu durum séz konusudur. Silikon yapida
¢cok derinlere niifuz eden Al, yolu lzerindeki p-n eklem yapisinin kisa devre olmasina sebep
olur. Kisa devre olan yapi kalici hasar gordr.

CMOS Mandallama ( CMOS Latch-UP ) : CMOS vyapisi olusturulurken, n-p-n-p tipi
materyallerin konumlandiriimasindan dolay, tristér benzeri bir yapi meydana gelir. ( iki

bipolar transistor, birbirlerine pozitif geri besleme yapacak sekilde ) Bu transistérlerden
herhangi biri egilimlemeye tabii tutulursa, birbilerinin baz akimlarini silikon yapiya zarar
verecek sekilde beslemeye baslarlar. ( Sekilden gorilebilmektedir. ) Bu etkinin ortadan
kaldirllabilmesi icin i¢ diren¢ azaltlmalidir. Bu olguyu saglamak icinse, ya transistorlerin
cevresine koruyucu halkalar konmali ya da kaynaklara yakin kisimlara ¢ok sayoda baglant
noktasi eklenmelidir.
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